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ANNOTATSIYA
Ushbu magolada nanotexnologiyalar sohasini rivojlanishida yarimo ‘tkazgichli
asboblarning tutgan o‘rni va ahamiyati yoritilgan bo ‘lib, radioelektronika,
optoelektronika, texnika sohasida qo ‘llaniladigan yarimo ‘tkazgichli asboblarning
afzalliklari yoritilgan.
Tayanch so‘zlar: Yarim o ‘tkazgichli diodlar, varikap, stabilitron, tunelli diod,

fotorezistor, integral mikrosxemalar, radioelektron qurilma.

KIRISH

Zamonaviy radioelektron qurilmalarda yarimo‘tkazgich materiallar va ularning
xossalarini inobatga olib tayyorlanadigan asboblar iqtisodiy energetik va ixcham
qulaylik sifatlarga ega bo‘lishi bilan muhimdir. Bu sohada olib borilayotgan ilmiy
tadqiqotlarning ko‘pligi va ko‘lami sohaning yarimo‘tkazgich materiallar
mukammalligi va qo‘llanilishi dolzarbligini ko‘rsatadi.

Yarim o‘tkazgichli asboblar vujudga kelishi radiotexnikada inqilobiy burilish
yasadi. Ularning soddaligi, energiya tejamkorligi va kichikligi (ixchamligi),
mikromodullar sifatida uzluksiz ravishda bosib chigarish usuli bilan tayyorlash

imkonini yaratdi. Mikromodullar yupqa varaqlardek bo‘lib, ularda diodlar, triodlar,

garshiliklar va radiosxemaning boshqga elementlari zarb gilinadi. Mikromodullarning
turli kombinatsiyalarini tuzib oldindan belgilangan parametrli radioqurilmalarni yasash
mumkin. Hozirgi paytda yarimo‘tkazgichli diodlar, triodlar, rezistorlar

ishlatilmaydigan elektron asboblarning o‘zi mavjud emas. Yarimo‘tkazgichli termistor
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yordamida temperaturani o‘lchovchi detektor, elementar zarralarni gayd etuvchi,

fotorezistor-yorug‘lik energiyasini qayd etuvchi va ko‘plab boshga asboblarni misol
gilib keltirish mumkin. Kosmik kemalarning barchasi quyosh energiyasini elektr
energiyasiga aylantirib beruvchi yarimo‘tkazgichli quyosh batareyalari bilan
jihozlangan bo‘lsa, tibbiyot insonning nozik organlariga kirib uning faoliyatidan
ma’lumot beruvchi datchiklar (qayd etuvchilar) bilan jihozlangandir. Garchi, ushbu
dalillarning o°‘zi ham yarimo‘tkazgichli asboblarning foydalanish sohasi kengligini
ko‘rsatib tursada hali ularning ishlatilish istigbollari juda keng.

Hozirgi zamon elektron texnikasining asosiy materiali bo‘lib hisoblangan
kremniy kristallarida bunday ob’ektlarni hosil qilish juda istigbolli masala hisoblanadi.
Kremniy kristaliga Kkiritiladigan aralashmalar miqgdori ularning kremniydagi
eruvchanligi bilan chegaralangan.

Hozirdanoq kvant tuzilmalar elektronikaning barcha jabhalarida keng qo‘llanila
boshlangan. Xususan, kvant tuzilmalar asosida yaratilgan o‘ta yuqori chastotali tunnel
diodlar, tranzistorlar, yarim o‘tkazgichli lazerlar, turli datchiklar va sensorlar, kvant
kompyuterlar uchun mikroprotsessorlar zamonaviy elektronikaning asosi bo‘lib
hisoblanmoqgda.

Asosiy gism: Diodlar radioelektron qurilmalarda ishlatilishi va bajaradigan
vazifasiga muvofiq tasniflanadilar. Yarimo‘tkazgichli diodlar elektrovakuum va gaz
bilan to‘ldirilgan diodlar o‘rnini egalladi va hozirda elektron qurilmalarda keng
qo‘llaniladi. Ular o‘zgaruvchan tokni to‘g‘rilash, elektron qurilmalarni tarmoq
kuchlanishining oshishidan himoya qilish uchun qurilmalar uchun quvvat
manbalarining asosiy elementi sifatida ishlatiladi. Barcha yarimo‘tkazgich diodlarni
ikki guruhga ajratish mumkin: to‘g‘rilovchi va maxsus vazifalarni bajaruvchi.
To‘g‘rilovchi diodlar o°‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka o‘zgartirish uchun
qo‘llanadi. To‘g‘rilanuvchi tok shakli va chastotasiga bog‘liq holda ular past chastotali,
yugori chastotali va impuls diodlarga ajratiladi. Maxsus vazifalarni bajaruvchi
diodlarda p-n o‘tishlarning turli elektrofizik Xususiyatlaridan, masalan, teshilish

hodisalaridan, fotoelektrik hodisalardan manfiy garshilikka ega sohalari mavjudligidan
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va boshqalardan foydalaniladi. Maxsus vazifalarni bajaruvchi diodlar, xususan,
o‘zgarmas kuchlanishni barqarorlash, optik nurlanishni qayd etish, elektr sxemalarda
signallarni shakllantirish va boshqa vazifalarni amalga oshirish uchun qo‘llaniladi.
Eritib tayyorlangan diodlar asosan kremniydan tayyorlanib, chastotasi 5 kGs gacha
bo‘lgan toklarni to‘g‘rilash uchun ishlatiladi. Kremniyli, diffuziya usuli bilan
tayyorlangan diodlar yuqgori chastotalarda (100 kGs gacha) ishlatilishi mumkin.
Epitaksiya usuli bilan tayyorlangan kremniyli (Shottki bareri asosida ishlaydigan)
diodlar 500 kGs gacha bo‘lgan chastotalarda qo‘llanilishi mumkin. Arsenid galliy
asosida tayyorlangan to‘g‘rilovchi diodlarning chastota xarakteristikalari eng yaxshi
bo‘lib, ular bir necha megagerslargacha ishlay oladi.

Stabilitron deb sxemalarda kuchlanish giymatini bargaror (stabil) saglab turuvchi
yarimo ‘tkazgich asbobga aytiladi. Stabilitron sifatida voltamper xarakteriskasida tok
qiymati keskin o‘zgarganda kuchlanish deyarli o‘zgarmaydigan soha mavjud bo‘lgan
elektron asboblardan foydalaniladi. Bunday soha kremniyli yarimo‘tkazgich diod
elektr teshilish rejimida ishlaganda kuzatiladi. Shuning uchun yarimo‘tkazgich
stabilitron sifatida kremniyli diodlardan foydalaniladi.

Varikaplar elektr boshqariluvchi sig‘im vazifasini o‘taydilar. Ularning ishlash
prinsipi p-n o‘tish barer sig‘imining teskari siljituvchi kuchlanishga bog‘ligligiga
asoslanadi. Varikaplar yarimo‘tkazgichli qurilmalar bo‘lib, ularning ishlashi teskari
kuchlanish o‘zgarganda p-n birikmasining to‘siq sig‘imini o‘zgartirishga asoslangan.
Varikaplar tebranish davrining chastotasini sozlash va o‘zgartirish uchun elektron
zanjirlarda elektr bilan boshqgariladigan sig‘imga ega elementlar sifatida ishlatiladi.
Varikapning normal ishlashi teskari moyillik bilan sodir bo‘ladi, ya’ni teskari
kuchlanish qo‘llanilganda, p-n o‘tishning potentsial to‘sig‘ining balandligi ortadi.
Varikaplar asosan tebranish konturlar chastotasini sozlash uchun ishlatiladi. Elektr
o‘tish sig‘imini boshqarishga asoslangan parametrik diodlar o‘ta yuqori chastotali
signallami kuchaytirish va generatsiyalash uchun, ko‘paytuvchi diodlar esa - keng

chastota diapazoniga ega chastota ko‘paytirgichlarda ishlatiladi.
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Tunnel diod deb, aynigan yarimo‘tkazgichlar asosida hosil gilingan, teskari va
kichik to‘g‘ri kuchlanish ta’sirida zaryad tashuvchilarning tunellashuvi hamda
voltamper xarakteriskasining to‘g‘ri shoxchasida manfiy differensial garshilikli soha
kuzatiladigan elektron asboblarga aytiladi.

Tunnel diodlar tuzilishi boshga diodlamikidan deyarli farq gilmaydi, lekin ulami
hosil gilish uchun kiritmalar konsentratsiyasi 10 sm= tashkil etuvchi
yarimo‘tkazgichlardan (GaAs yoki Ge) foydalaniladi. Galliy arsenid yanada istigbolli
material bo‘lib, tunnel diodlarini ishlab chiqarishda quyidagilar qo‘llaniladi: donorlar
- qalay, oltingugurt, tellur, qo‘rg‘oshin, selen, shuningdek gabul giluvchilar - kadmiy
va sink.

Voltamper xarakteriskasida manfiy differensial qarshilik mavjud bo‘lgan, uch va
undan ortig p-n o‘tishlarga ega ko‘p gatlamli yarimo‘tkazgich asbob tiristor bolib.
Tiristorlar radiolokatsiyada, radioaloga qurilmalarida, avtomatikada manfiy
o‘tkazuvchanlikka ega yarimo‘tkazgich asbob sifatida hamda tok boshgaruvchi
kalitlar, energiya o‘zgartirgichlarning bo‘sag‘aviy elementlari sifatida yoki
boshlang‘ich holatda energiya iste’mol gilmaydigan asbob - triggerlar sifatida keng
ishlatiladi.

Simistor - simmetrik tiristor bo‘lib, o‘zgaruvchan tokni kommutatsiyalashga
xizmat qiladi. U reversiv to‘g rilagichlar yoki o‘zgaruvchan tok sozlagichlari yaratish
uchun ishlatilishi mumkin.

Integral mikrosxema - ko‘p sonli tranzistor, diod, kondensator, rezistor va ularni
bir-biriga ulovchi o‘tkazgichlarni yagona konstruksiyaga birlashtirishni (konstruktiv
integratsiya); sxemada murakkab axborot o ‘zgartirishlar bajarilishini (sxemotexnik
integratsiya); yagona texnologik siklda, bir vaqtning o‘zida sxemaning
elektroradioelementlari hosil gilinishini, ulanishlar amalga oshirilishini va bir vaqgtda
guruh usuli bilan ko*p sonli bir xil integral mikrosxemalar hosil gilishni (texnologik
integratsiya) aks ettiradi. Elementlari yarimo‘tkazgich asosning sirtiga yaqin qatlamda
hosil gilingan mikrosxemalar yarimo‘tkazgich integral mikrosxemalardir.

Yarimo‘tkazgich integral mikrosxemalar tayyorlash uchun asosiy material bo‘lgan -
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kremniy monokristall quymalari olishdan boshlanadi. Yarimo‘tkazgichli mikrosxema
- barcha elementlar va o‘zaro bog‘lanishlar bitta yarimo‘tkazgich kristalida (masalan,
kremniy, germaniy, galliy arsenid) amalga oshiriladi.

Lazer yoki optik kvant generatori damlash energiyasini kogerent,
monoxromatik, qutblangan va tor yo‘naltirilgan nurlanish oqimining energiyasiga
aylantiradigan qurilma. Lazer operatsiyasining fizik asosi stimulyatsiya gilingan
emissiyaning kvantomexanik hodisasidir. Ular metanol, etanol yoki etilenglikol kabi
organik erituvchidan iborat bo‘lib, unda kumarin yoki rodamin kabi kimyoviy
bo‘yoqlar eritiladi. Bo‘yoq molekulalarining konfiguratsiyasi ishlaydigan to‘lqin
uzunligini aniglaydi. Karbonat angidrid, argon, kripton kabi gazlar yoki geliy neon
lazerlarida mavjud bo‘lgan aralashmalardir.

Yarimo‘tkazgichli qurilmalar tokni boshga elementlarga qaraganda osonroq
uzatish, o‘zgaruvchan qarshilik va yorug‘lik yoki issiqlikka sezgirlikni ko‘rsatish kabi
bir qator foydali xususiyatlarni namoyish etgani hamda yarimo‘tkazgich materialining
elektr xossalari doping yordamida yoki elektr maydonlarini yoki yorug‘likni qo‘llash
orqali o‘zgartirilishi mumkinligi sababli, yarimo‘tkazgichlardan tayyorlangan
qurilmalar kuchaytirish, almashtirish va energiya konversiyasi kabi vazifalar oson
bajariladi. Demak yarimo‘tkazgichlar asosida yaratilgan asboblar radioelektronika,
elektronika, lazer sanoati, axborot texnologiyalar istigbolini belgilovchi asosiy

omillardan biri hisoblanadi.
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